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Résumé : Optimisation d'un procédé de fabrication de transistors a base de nanotubes de carbone (CNT) autoassemblés:
* Croissance de CNTs par CVD assisté d'un filament chaud
*Mesures de transport électronique
-Caractérisations chimiques et structurales par Microscopie Electronique en Transmission (TEM)

Croissance CVD assisté d'un filament chaud
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Procédé "

bottom up” de fabrication de transistors a base de nanotubes de carbone (CNT) sur wafer Si 2 pouces:

1. Préparation par lithographie d'électrodes de Ti recouvertes d'un film mince de Co : Litho UV -
2. Croissance HFCVD de nanotubes de carbone autoconnectés aux électrodes & Ij : 9 Tk
=  Mesures de transport électronique 10% circuits:

Transistor ambipolaire / HFCVD
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